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 論文審査の結果の要旨
 一戸雅聡提出の論文は序章および5章からなっている。まず序章では,エチレンジアニオンが
 隣接位に二つの陰電荷を持ち構造化学上,興味深い化学種であること,しかしながらこれまでエ
 チレンジアニオン誘導体としては,芳香族置換基の導入により陰電荷を非局在化させて安定化し,
 対カチオンとして二つのリチウムカチオンまたはナトリウムカチオンを持つものが合成され,X
 線結晶構造解析されているのみであること,一方,シリル基はα位のカルバ二才ンを陰電荷の著
 しい非局在化なしに安定化することから本研究の意義と背景について詳細に述べている。
 第1章ではテトラシラビシクロペンチリデンジアニオンについて述べているが,まず重要なの
 は,エチレンジアニオン本来の構造を明らかにするため,平面骨格を持つテトラシリルエチレン
 として新規にテトラシラビシクロペンチリデンを設計・合成したことである。このものが一連の
 アルカリ金属との反応により対応するエチレンジアニオンージアルカリ金属化合物を与えること
 を見いだした。そしてその分子構造について検討した。その結果,これまで対カチオンの配位し
 ていないエチレンジアニオンはπ*軌道聞の電子反発により直交した構造が最安定構造であると
 予想されていたが,アルカリ金属カチオンは空のp軌道のエチレンπ*軌道への重なりによって
 配位しエチレンジアニオンを安定化すること,そのため平面骨格をとることなど重要な結論が得
 られた。
 第2章では同じく平面構造を有するテトラキス(ジメチルシリル)エチレンのジアニオンにつ
 いての研究結果を述べている。興味深いことに,母体が完全に平面であるのに対し,ジアニオン
 では約35度も捻れていると共に,siH-Li間の非結合距離が2.2Aと著しく接近していて,siH-
 Li問の強い相互作用が見いだされた。第3章ではテトラキス(トリメチルシリル)エチレンジ
 アニオンおよび関連化合物について,第4章では,シリルおよびフェニル置換エチレンジアニオ
 ンについて,さらに,第5章ではテトラシリルエチレン類の電子スペクトルについて理論的な考
 察を行った。
 これらはいずれもアニオン化学について極めて貴重な知見であり,この領域の科学の進歩に多
 大な貢献をなすものである。これらの成果は本人が自立して研究活動を行うに必要な高度の研究
 能力と学識を有することを示している。よって,一戸雅聡提出の論文は博士(理学)の学位論文
 として合格と認める。
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